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Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode

Anwendung: Sensor fir die LichtmeBtechnik

Application:  Sensor for light measuring purposes

Besondere Merkmale: Features:

@ Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb
@ Hermetisches Gehiuse
@ Planfenster

@ Fr die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

@ Erhéhte Blauempfindlichkeit

@ Streng logarithmischer Zusammenhang
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs-
starke von 1072 bis 105 Ix im Fotoelementbetrieb

@ Streng linearer Zusammenhang zwischen
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstérke
von 1072 bis 105 Ix im Fotoelementbetrieb

® Kein Lichtgedéchtnis
® Kein Vorbelichtungsfaktor

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER
FLAT WINDOW

K/~

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

5532

B 2/Vv.2.387/0175A1

® For photodiode and photovoltaic cell operation
® Hermetically sealed case
® Flat window

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

@ High blue sensitivity

® Log. correlation between open circuit voltage
and illuminance from 1072 till 105 Ix in
photovoltaic cell operation

@ Linear correlation between short circuit
current and illuminance from 1072 till 10°Ix
in photovoltaic cell operation

® No light memory effect
® No pre-exposure ratio

Strahlungsempfindliche Flache 4 = 7,5 mm?
Radiant sensitive area
Offnungswinkel ¢ = 100°

Angle of half sensitivity

Minuspol/Kathode mit Gehéause verbunden
Negative terminal/cathode connected with case

=~ JEDEC TO 56
Gewicht - Weight
max. 1,09
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

lamb = 25°C

Fotoelement-Betrieb
Photovoltaic cell operation

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1kix?)

Temperaturkoeffizient von Us
Temperature coefficient of U,
Ep = 1KkixY)

KurzschluBstrom
Short circuit current
EA = 1kix1), RL = 100Q

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit
Ep = 1072.105IxY)

Temperaturkoeffizient von Iy
Temperature coefficient of I
Ep = 1kix?), R = 100Q

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U=10,/f=10kHz, Ep = 0

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A O'N S033/IEC 306-1)
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Schaltzeiten
Switching characteristics

Iph =100 pA, R_=1kQ, siehe MeBschaltung
see test circuit

Anstiegszeit
Rise time

Abfallzeit
Fall time

L

Rg=50Q Ga As - Diode

—=0,02
T

Ip=20pus

MeBschaltung fiir: :
Test circuit for: r 't

Fotodioden-Betrieb
Photodiode operation

Dunkeisperrstrom
Reverse continuous dark current
Ug =5V, Ep=0

Hellsperrstrom
Light reverse current
Upg =5V, Ep = 1kix?y)

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Ug =5V, Ep = 1072..10%1x?)

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit

Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%)
Range of spectral bandwidth (50%)

*) AQL = 0,65%
1) Normlichtart A
Standard illuminant A

Min. Typ. Max.

(DIN 5033/IEC 306-1)

tr 3,5 us
i 3,6 ps
Iph Iph =100 pA,
durch Abstand ,a” einstellen
D adjusted through distance ,a”
—_— -
Oscilloscope
O kzima
Channel 1 ' C, =20pF
Kanal I L
Channel 11
_ a J 761473
Iro *) 2 30 nA
Ira 20 33 pA
s 20 33 nA/Ix
)*p 700 nm
05 400..950 nm
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T 73 1481 Tk 77 2131

Ry=10002 / ]k(EA) E=1kix

/ 1,6 BPW 20
/ A
1071
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10- 0, 4 Nor t A

Standard illuminant A

1A

104 i) 3 o
10 0 10 102"‘ 2300 2500 2700 2900 K
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